浙江晶睿电子科技有限公司的电子级晶圆片、外延片制造项目总投资55亿元，其中一期投资5亿元，主要进行高端电子级半导体材料（8-12英寸晶圆片）切磨、抛光、外延等材料的研发、制造，以及第三代化合物半导体外延片的生产，一期投产后年产值9亿元。
l 项目建设内容： 
主要从事8-12英寸高性能硅外延片的研发和制造，规划产能为年产8英寸360万片和12英寸120万片。 
产品主要包括在硅抛光片上的外延，器件工艺过程中的埋层外延，以及功率器件Cool MOS中的外延等。本项目还从事硅基GaN和SiC外延的研发和小批量生产。  
l 硅外延片简介 
硅外延片是在高温下通过气相化学反应，在抛光的硅单晶片上生长一层或多层硅单晶薄膜，通过控制生长条件，可以获得不同电阻率，不同厚度及不同型号的外延层，是用于制造各种硅集成电路和分立器件重要基础材料。 
创始人张峰

中科院上海冶金所材料物理专业博士，享受国务院特殊紧贴。国家科技重大项目02专项：

200mm外延片产品项目负责人

硅基GaN材料及核心器件项目负责人

核心团队，团队成员均有20年以上生产管理、技术研发、质量管理经验及团队领导管理能力，并承担过重大专项工作。
硅基氮化镓外延片(GaN EPI on Silicon )
列靡兹代理聚力成重庆的硅基氮化镓外延片，氮化镓(GaN)由于其宽能隙，在功率器件以及蓝色发光二极管中得到了广泛的应用。
简介
对节能和信息通信系统的进步的需求越来越高。为了满足这些需求，我们开发了一种以氮化镓（GaN）为下一代半导体材料的宽禁带半导体衬底。
概念：通过在硅衬底上生长出单晶GaN薄膜，我们能够为下一代器件生产面积大、价格便宜的半导体衬底。
目标：用于家用电器：具有数百击穿电压的开关设备和逆变器。用于移动电话基站：大功率和高频晶体管。
优势：我们的硅衬底生长出GaN比其他的碳化硅或蓝宝石衬底生长出成本更低，并且可以提供根据客户要求定制的GaN器件。
专业词汇
宽禁带
能带间隙是指通过晶体中的能带结构形成的能量场，该能量场不包含电子（带隙大于硅的半导体材料通常称为宽带隙半导体）。宽禁带材料具有良好的光学透明性，同时具有较高的电击穿电压
异质结
是堆叠的不同材料。一般而言，在半导体领域，具有不同成分的半导体材料的相对薄膜是堆叠的。在混合晶体的情况下，获得了具有原子级光滑界面和良好界面特性的异质结。由于这些界面，产生了一层具有高电子迁移率的二维电子气
